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１．概要（Summary） 
未知物質の定性分析においては、精密質量を測定す

ることが一般に用いられている。方法としては、物質を壊さ

ずイオン化するソフトイオン化とTOF-MSの組み合わせと

なる。高分子などの質量が大きい物質についてのソフトイ

オン化法としてはマトリックス支援型のレーザーイオン化

法（MALDI）が現在では一般的に用いられている。一方、

この方法は測定対象となる物質とは異なる低分子マトリッ

クスを混合して測定を行うために、低分子フラグメントの影

響が常につきまとう。そのため、マトリックスフリーの Laser 
Desorption Ionization（LDI）基板の開発が求められて

いる。今回は、シリコン基板の微細加工とプラズモン光機

能を融合した、新規の LDI 基板のためにナノ表面構造の

試作を実施する。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

超高精度電子ビーム描画装置（ELS-F125）、コンパク

ト スパッタ装置 （ ACS-4000 ） 、多元スパッタ装置

（QAM-4-ST）、マスクアライナー（MA-20）、反応性イオ

ンエッチング装置（RIE—101iPH）、シリコン深掘りエッチ

ング装置（Pegasus）、電界放射型走査型電子顕微鏡

（JSM-6700FT） 
【実験方法】 

試料となる Si 基板に超高精度電子ビーム描画装置を

用いて、局在プラズモンを誘起可能な 100 nm 程度のナ

ノ構造の描画を行った。園と、コンパクトスパッタ装置ある

いは多元スパッタ装置によりAu/Crを成膜し、リフトオフ法

によって一定間隔で規則的に配列された金ナノ構造を作

製した。（Fig.1） また、同様に Cr のみでパターンした形

状をドライエッチング装置でエッチングすることによるピラ

ー構造の作製を行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig.1 の様に 90 nm 程度の Au ナノ構造が作製できる

ことが確認できた。一方、Cr をマスクとして 300 nm 程度

の直径を持つ Si ピラー構造を作製することに成功した。

今後は、Au/Cr をマスクとして、先端に金ナノ構造を持つ

Si ピラー構造を作製し、表面積の増大と金が持つプラズ

モン増強効果によるソフトイオン化効率の測定を行う予定

である。 

  

Fig. 1 SEM images of fabricated Au disk (left, 
Bar 100 nm) and Si pillar (Right) 
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